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(57) Abstract: The invention relates
to a method for surface treatment
of a wafer of semiconductor
material for microelectronic
and/or optoelectronic applications.
Said method comprises a step of
annealing said material under an
oxidizing atmosphere and a step
of polishing said material with an
abrasive, based on colloidal silica
particles. Said polishing step can be
carried out by means of a polishing
head (10), into which a substrate
(12) of semiconductor material is
introduced. The abrasive liquid is
injected into the head, for example,
via a lateral duct (18). A pressure
(20) and a movement, indicated
by the arrow (22), are applied
to the head (10), for polishing
against a polishing cloth (14). The
combination of both steps permits
a satisfactory surface state to be
obtained, especially in the case of
silicon carbide.
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(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de préparation de surface d'une tranche d'un matériau semi-conducteur destiné a des
applications en microélectronique et/ou optoélectronique. Le procédé comprend une étape de recuit du matériau sous atmosphére
oxydante et une étape de polissage avec un abrasif a base de particules de silice colloidale. L.'étape de polissage peut étre réalisée
a l'aide d'une téte de polissage (10), dans laquelle est insérée un substrat (12) en matériau semi-conducteur. Le liquide abrasif est
injecté dans la téte, par exemple par un conduit latéral (18). Une pression (20) et un mouvement symbolisé par la fleche (22) sont
appliqués a la téte (10) pour effectuer le polissage contre un tissu (14) de polissage. I.a combinaison de ces deux étapes permet de
réaliser un état de surface satisfaisant, notamment dans le cas du carbure de silicium.



